A.U. GAMA MYO. Elektrik ve
Enerji Bolumii

GUNES ENERIJISI ILE ELEKTRIK URETIMI
3. HAFTA



icindekiler

1.Nesil Glnes Pilleri
* Tek Kristalli GUnes Pilleri
* Cok Kristalli Glnes Pilleri



1. Tek Kristal Silisyum Gunes Pilleri

Gunes pillerinde en cok kullanilan malzeme
tek kristal silisyumdur. Bu tip malzemeyle
Uretilen gtines pilleri en cok kizilétesi 1si1ga
duyarlidirlar, elektromanyetik spektrumun
kizilotesi bolgedeki radyasyonu da digerlerine
gore daha dusuk enerjili oldugundan bu
pillerin verimi yaklasik % 25 ile sinirhdir .




e Tek kristalin Gretimi Chrozalski kristal cekme
teknigi (Smith, 2001) ile gerceklestirilir. Pahal
bir yontem olmasi dezavantajdir. Silindirik
sekilli ingottan kesilerek olusturuldugu icin
tam kare degil de kdseleri centikli bir
geometriye sahiptirler. Dolayisiyla bu pillerle
olusturulacak modullerde koseleri
kapanmamis bolgeler meydana gelir.



e Silisyumun, giines hicresi teknolojisinde yaygin olarak
kullanilmasinin baslica nedenleri; elektriksel, optik ve
yvapisal 6zelliklerinin uzun sire degismemesi ve silisyum
tretim teknolojisinde 6nemli basarilar saglanmis
olmasidir.

e Saf ve tek kristal Gretimi, oldukca zor ve pahali bir
teknolojiyi gerektirir.

* Oksijenden sonra yerylzinde en cok bulunan element
olan silisyumun, en cok bulunan bicimi kum ve
kuvarstir. Kumun saflik derecesi cok disuk oldugundan,
kullanilmaya uygun degildir. Ancak, kuvarsin %90’
silisyumdur. Kuvars islenerek %99 saflikla silika elde
edilir. Ardindan, silikandan metallrji kalitesinde
silisyum elde edilir. Bunu izleyen asamada ise, silisyum
saflastirilarak yari iletken 6zelliginde cok kristalli
silisyum elde edilir.




o Uretici firma tasarimina gore, biyime
sirasinda silisyum, n veya p tipi olarak
katkilanir. Yaklasik olarak 0.5 mm kalinhiginda
olan silisyum tabakalari elde ettikten sonra
ornegin, p tipi kullaniimis ise Gzerinde 1nm
kalinlikta n tipi yuzey tabakasi olusturularak
eklem diyot tasarimlanir.

* Arka yuzeye metal kontak, 6n ylzeye uygun
metal ag kontak konulduktan sonra, on ylzey
vansitici olmayan ozellikte bir malzeme ile
kaplanarak, fotovoltaik diyot tasarimi
tamamlanir.




Tek kristalli silikon PV hicre katmanlardan
olusur.

En Ust yuzeyde iletici 1zgara,

Yansitmayan kaplama veya islemden gecirilmis
ylzey katman,

Toplac olarak adlandirilan ve yaklasik 1um
kalinliginda olan cok ince genellikle n tipi
silikon katmani,

Akim dretilmesine olanak saglayan ve birlesme
verinde yer alan, cok dar elektrik alani bolgesi,

Topac ile ters bir sekilde katkilanmis ve
genellikle p tipi silikondan olan taban katman,

Alt kontak elektron.



2. Cok Kristal Silisyum Gunes Pilleri:

* Erimis silisyumun kaliba dokilerek sogumaya
birakilmasiyla cok kristal silisyum Gretilir daha
sonra da ince levhalar halinde kesilirler.

* Dolayisiyla tretimleri tek kristalin Gretimine gore
cok daha ucuzdur fakat silisyum kristallerin sinir
bolgelerindeki ic direnclerin meydana gelmesi
nedeniyle verimleri ortalama % 15 civarindadir.
Kare seklinde ingottan kesildigi icin modul
olusturuldugunda kapanmamis alan meydana

Il |
i} 1
i , /]
b/t [
Lt | |
4\ i

|
Iy

I

=n
f

jlf

]




Cok kristalli malzemenin; elektriksel, optik ve
vapisal 6zellikleri aynidir. Damarlarin buyuakltkleri
kristalin kalitesi ile dogru orantilidir. Damarlar
arasindaki sureksizlik ozellikle elektriksel ytk
tastyicilarinin aktarilmasinda onemli dlctde
engelleyici rol oynar.

Cok kristalli malzemenin elektriksel 6zelliklerinin
cUculen damar buyukltgu ile orantili olarak
pozulmasi, ulasabilecek verimin tek kristalle
<arsilastirlldiginda dustk olmasina neden olur.

Ancak cok kristalli silisyum uretim teknolojileri
daha az enerji yogun ve daha kolaydir.

Sonuc olarak cok kristalli silisyum maliyeti 6nemli
Olctde dusuktur.




* Cok kristalli silisyum Gretimi icin yaygin olarak
cullanilan yontem dokme yontemidir. Cok
cristalli silisyum elde edebilmek icin
paslangicta malzeme tek kristalli silisyumda
oldugu gibi hazirlanir. Istenilen saflik derecesi
vaklasik bir degerde olmalidir. Erimis yari
iletken silisyum, kaliplara dokulerek sogumaya
birakilir. Elde edilen bloklar kare seklinde
kesilir.

* Bu teknoloji ile Uretilen glines hicresinin
verimleri daha dusuktir. Ancak maliyeti
onemli dlctde azalrr.



e Cok kristalli silisyum (pc-Si) dilimler, bircok
bolgede Uretilmektedir. Yuksek iletkenlige sahip
ylizey olusturmak ve i1sik sogurganligini
artirabilmek icin, dustuk maliyetli pc-Si plazma
isleme yonteminden yararlanilir. Reaktif iyon
asitle asindirma islemi olarak bilinen bu islem
sogurma 0Ozelliginin yaklasik %40 oraninda
artmasina olanak saglar. Pc-Si dokulandirilmasi,
tam bir potansiyele ulasmak icin dnemlidir.

* Verimi %19.8 olan dokulandirilmis pc-Si hticreler
fabrikalarda Uretilmektedir. Hlicre ylzeylerinin
hidrojenlenmesi ve nitrur etkinsizlestirilmesi
islemleriyle iyi sonuclar belirlenmistir.




e Pc-Si hucrelerinin bircok tstunltgline karsin
c-Si ve pc-Si hucrelerinin maliyetleri arasinda
onemli bir fark bulunmamaktadir. Ticari olarak
Uretilen pc-Sl hiicrelerinin verimleri %12-15

arasinda degisir.
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